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ECOLE D'INGENIEURS EN INFORMATIQUE

i Réponses exclusivement sur le sujet. Si vous manquez de place, vous
pouvez utiliser le verso des pages.

Exercice 1. Redresseur double alternance (6 points)

Soit le montage ci-contre dans lequel v(t) est un signal périodique
triangulaire, représenté dans les questions e) et f). Pour les premiéres
questions, on utilise le modele idéal pour les diodes.

a) Durant l'alternance positive (0 < t SZ), quelles diodes sont £
2 N
conductrices ? Justifiez votre réponse. W
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b) Quelle est alors I'expression de u ?
‘—_D'c;;"w) Lo Yol das m&_.ll.ml ou @. y(t)-V,+u [+] -v, =0
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c) Durant |'alternance négative {%S t < T), quelles diodes sont conductrices ? Justifiez votre
réponse.

e s Wi s WBL B ?,u'“a Ao prushon a) , Lo

d.n -pro.uZQIumm. V\-E%ka) )2 QJ‘ DB MF Jr_g,g)@“l_bj

1/7



EPITA / InfoS3

Décembre 2018

d) Quelle est alors I'expression de u ?
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e) Traceralors u(t).
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f) On remplace désormais les diodes par leur modéle a seuil. Tracer I'allure de u(t), en justifiant
votre réponse. On notera V, la tension de seuil de chacune des diodes et on prendra V, = 0,7 V.
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Exercice 2. Diode Zéner (4 points) E >

On considére le schéma suivant. V € R

R
. 5 4 ¥ . ; v R U
Tracez la caractéristique de transfert c’est-a-dire U = f(V) en substituant la
diode par son modele réel.

Vous préciserez les équations de chaque portion de caractéristique. On
notera V; la tension de seuil en direct, rp, la résistance interne de la diode en direct, V;, la tension de seuil
Zéner et 1y, la résistance interne de la diode en inverse.
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Exercice 3. Polarisation du transistor (3 points)

A
e P
On considére le montage ci-contre, ou : Rg Q( =
e

s R, =600, Voe =12V N
Caractéristiques du transistor : f = 100, Vzg = 0,7V quand la jonction Base- ‘ VCE
Emetteur est passante et Vg .. = 0,2V

BE M

1. On désire avoir un courant de 100 mA dans la résistance R.. Quelle valeur de
résistance Ry faut-il choisir?
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2. Si on fait varier R, alors I varie et donc I varie aussi. Quelle est la valeur maximale qu'on peut
obtenir pour I (transistor saturé)?
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3. Quelle est la valeur minimale de Ry pour saturer le transistor ?
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Exercice 4. Polarisation par pont de résistances (4,5 points)
On considére le montage ci-contre, ol : R4 Rc
e Ry =20k,R, =4k, R = 1,2k, Ry = 80N
. VCC =27

e Caractéristiques du transistor: f = 100, Vgg = 0,7V
quand la jonction Base-Emetteur est polarisée en direct et
VCESAT = 0,2V

Rq : Les valeurs numériques vous sont données ¢ titre indicatif. AUCUNE

APPLICATION NUMERIQUE N’EST DEMANDEE ! M

En supposant que le transistor soit polarisé dans sa zone de
fonctionnement linéaire, déterminer le point de polarisation du

transistor (c’est-a-dire les expressions des courants Igg, I et I, ainsi que des tensions Vggq, Vpeo et
Veeo):
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Exercice 5. QCM (2,5 points — Pas de point négatif)

1. Llaquelle de ces caractéristiques correspond a la caractéristique courant/tension du modéle idéal de la

diode :
hld
“Ud “lo la
Voo Ud Voo Ug Vo o U
]
a- b- c- d-

2. En polarisation inverse, on peut représenter la diode Zéner a l'aide de I'un des 3 modéles : idéal, a
seuil ou linéaire.

a- VRAI (& raux

3. LUeffet transistor:
a- Permet de faire passer un grand courant entre la base et le collecteur.
@ Permet de faire passer un grand courant entre |'émetteur et le collecteur.

c- Permet de faire passer un grand courant entre I'émetteur et la base.

4. Lorsque I'on fait fonctionner le transistor comme un interrupteur :
@ Le transistor est équivalent a un interrupteur fermé lorsqu’un courant passe dans la base.
b- Le transistor est équivalent a un interrupteur fermé lorsqu’aucun courant ne passe dans la base.
@ Le transistor est équivalent a un interrupteur ouvert lorsqu’aucun courant ne passe dans la base.

d- Le transistor est équivalent a un interrupteur ouvert lorsqu’un courant passe dans la base.
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